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(57) Abstract: A read only memory, including several storage units arranged in an array. The read only memory includes two kinds
of storage units with different structures. The two kinds of storage units are first MOS tubes and second MOS tubes respectively.
The source and drain of the first MOS tube are provided with a lightly doped drain area, and one of the source and drain of the
second MOS tube has a lightly doped drain area or does not have any lightly doped drain area. Therefore, the difference between the
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the manufacturing of the storage units of the read only memory can save the additional mask plates of the conventional mask read
only memory and shortens the manufacturing period and lowers the costs of the read only memory.
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一种只读存储器 ，包含若干个 阵列排布 的存储单元 。只读存储器包含两种不 同结构 的存储单元 ；两种存储单
元分别为第 一 MOS 管和第二 MOS 管 ；第 一 MOS 管 的源极和漏极均设有轻掺杂漏 区，第 二 MOS 管 的源极和
漏极其 中之一具有轻掺杂漏 区或者均无轻掺杂漏 区。因此 ，这两种不同结构 的 MOS 管输 出的驱动 电流差别可
用于 区别 只读存储器存储单元存 储 的 "0"或 " 信 号 。且 只读存 储器 的存储 单元 的制 作与 传统 MOS 管制作工
艺，可 以省去传 统掩模 只读存储器额外 的掩模板 ，缩 短只读存储器 的制 作周期与成本 。



发明名称：只读存储器及其制作方法

[1] 【技术领域】

[2] 本发明涉及半导体存储器，尤其是涉及一种只读存储器及其制作方法。

[3] 【背景技术】

[4] 只读存储器 (ROM, read only memory) 是半导体存储器的一种。顾名思义，只

读存储器只可以读取其已存入的信息，而无法对已存入的信息进行擦除或重新

写入。ROM 存储数据稳定，即使在没有电源支持的情况下，所存的数据也不会

丢失。

[5] 只读存储器包含若干个呈阵列排布，用于储存信息的存储单元。目前，市面上

较为常见的只读存储器为掩模只读存储器。该掩模只读存储器制作吋需要额外

的掩模板来形成用于存储信息的存储单元。利用此额外的掩模板离子注入形成

两种不同幵启电压的存储单元。在读取信息吋，利用介于两种幵启电压之间的

操作电压读取存储单元信息。例如，读取吋，低于操作电压的幵启电压的存储

单元就会幵启有相应的电信号获得；高于操作电压的幵启电压的存储单元就会

处于关闭状态，没有电信号获得。因此，掩模只读存储器存储的信息釆用上述

方法就可进行有效地读取。

[6] 然而，此种掩模只读存储器需要利用到额外的掩模板来形成两种不同幵启电压

的存储单元，增加了只读存储器的制作成本。

[7] 【发明内容】

[8] 基于此，本发明提供一种只读存储器及其制作方法，可省去传统掩模只读存储

器中额外的掩模板，缩短只读存储器的制作周期以及制作成本。

[9] 一种只读存储器，包含若干个阵列排布的存储单元。只读存储器包含两种不同

结构的存储单元。两种存储单元分别为第一MOS 管和第二MOS 管。第一MOS 管

的源极和漏极均设有轻惨杂漏区，第二MOS 管的源极和漏极其中之一具有轻惨

杂漏区或者均无轻惨杂漏区。

[10] 进一步地，以两种不同结构的存储单元均为P型存储单元为例，第一MOS 管的



源极和漏极均设有P型轻惨杂漏区，第二MOS 管的源极和漏极其中之一具有P型

轻惨杂漏区或者均无P型轻惨杂漏区。

[ 1 1] 进一步地，以两种不同结构的存储单元为N 型存储单元为例，第一MOS 管的源

极和漏极均设有N 型轻惨杂漏区，第二MOS 管的源极和漏极其中之一具有N 型轻

惨杂漏区或者均无N 型轻惨杂漏区。

[ 12] 一种上述只读存储器的制作方法，包括以下步骤：

[ 13] 步骤 1 : 提供硅衬底，在硅衬底同吋形成两种不同结构的存储单元的有源区；

[ 14] 步 骤 2 : 在有源区表面形成两种不同结构存储单元的栅氧介质及控制栅；

[ 15] 步骤 3 : 在第一MOS 管控制栅的两侧形成漏极及源极各 自的轻惨杂漏区，同吋

在第二MOS 管控制栅的一侧形成漏极的轻惨杂漏区或源极的轻惨杂漏区；或者

仅在第一MOS 管控制栅的两侧形成漏极及源极各 自的轻惨杂漏区；

[ 16] 步 骤 4·· 在第一MOS 管和第二MOS 管的控制栅两侧形成侧壁；

[ 17] 步骤 5 : 在具有侧壁的控制栅两侧同吋形成第一MOS 管漏极及源极各 自的离子

惨杂区和第二MOS 管漏极及源极各 自的离子惨杂区。

[ 18 ] 进一步地，步骤 3包括以下分步骤：

[ 19] 步骤 3 1 : 在形成有控制栅的硅衬底表面涂覆光阻；

[20] 步骤 32: 去除两种不同结构存储单元中即将形成轻惨杂漏区的区域上的光阻部

分；

[21] 步骤 3 3 : 向去除了光阻的区域进行离子注入，形成轻惨杂漏区；

[22] 步骤 34: 去除离子注入后残留在硅衬底表面的光阻。

[23] 进一步地，步骤 32包括以下步骤：

[24] 提供轻惨杂漏区掩模板，将第一MOS 管漏极和源极的轻惨杂漏区和第二MOS

管漏极或源极的轻惨杂漏区定义在轻惨杂漏区掩模板上；或者仅将第一MOS 管

漏极和源极的轻惨杂漏区定义在轻惨杂漏区掩模板上；

[25] 通过轻惨杂漏区的掩模板，曝光形成有控制栅的硅衬底表面的光阻，显影去除

硅衬底表面对应于轻惨杂漏区掩模板上定义的轻惨杂漏区区域上的光阻部分。

[26] 上述只读存储器，利用第二MOS 管漏极和源极相对第一MOS 管具有轻惨杂漏

区的漏极和源极只有其一具有轻惨杂漏区或者两者均无惨杂漏区，使得两种M O



S管在读取信息吋，电流之间的差别可用于判断其存储的"0" 或" 信息。在只读

存储器的制作方法中，直接在轻惨杂漏区的掩模板上定义出要形成的轻惨杂漏

区位置即可，无需额外的掩模板，因此可以省去传统掩模只读存储器额外的掩

模板。

[27] 【附图说明】

[28] 图1为本发明只读存储器实施例中第一MOS管结构示意图；

[29] 图2为本发明只读存储器实施例中第二MOS管结构示意图；

[30] 图3为本发明只读存储器实施例中第二MOS管另一种结构示意图；

[31] 图4为图1、图2和图3所示的三种MOS管输出的驱动电流示意图；

[32] 图5为本发明实施例中只读存储器存储单元部分版图示意图。

[33] 【具体实施方式】

[34] 本实施例提出了只读存储器及其制作方法，可省去传统掩模只读存储器额外的

掩模板，缩短只读存储器的制作周期及成本。

[35] 本实施例的只读存储器，包含若干个阵列排布的存储单元。只读存储器包含两

种不同结构的存储单元。两种存储单元分别为图1所示的第一MOS管 101、图2或

图3所示的第二MOS管 102或102 。第一MOS管 101的源极 14和漏极 16均设有轻

惨杂漏区12 (LDD ， Lightly Doped Drain) 。如图2所示第二MOS管 102的源极 18

和漏极20中仅漏极20设有轻惨杂漏区12，或者仅源极 18设有轻惨杂漏区12。总

之，第二MOS管 102的源极 18或者漏极20之一具有轻惨杂漏区12即可。或者如图

3所示，第二MOS管 102 漏极20 和源极 18 均无轻惨杂漏区。

[36] 存储单元中第一MOS管 101与第二MOS管 102相比，漏极 16及源极 14均设有轻

惨杂漏区12，而第二MOS管 102源极 18和漏极20只有其一设有轻惨杂漏区12。因

此当第一MOS管 101和第二MOS管 102，加载相同的电压条件吋，输出的驱动电

流Id幅度是有较大差别的。第二MOS管 102的源极 18和漏极20只有两者之一具有

轻惨杂漏区12，因此第二MOS管 102有效沟道长度大于第一MOS管 101的有效沟

道长度，从而第二MOS管 102输出的驱动电流Id则小于第一MOS管 101输出的驱

动电流Id。同理，图3所示的第二MOS管 102 由于漏极20 和源极 18 两者均

无轻惨杂漏区，因此在工作状态吋，第二MOS管 102 有效沟道长度大于图2所



示第二MOS 管 102的沟道有效长度 ，从而第二MOS 管 102 输 出的驱动电流小于

第二MOS 管 102的输 出的驱动电流。

[37] 请参阅图4，图4中的实线 曲线对应图3所示第二MOS 管 102 输 出的驱动电流 ，

点划线 曲线对应图2所示第二MOS 管 102输 出的驱动电流 ，虚线 曲线则对应图 1所

示的第一MOS 管 101输 出的驱动电流。因此 ，存储单元中第二MOS 管无论釆用图

2所示的结构或者图3所示的结构 ，只读存储器都能依靠第二MOS 管与第一MOS

管输 出的驱动电流的差别来辨别信号 "0" 或" 1"。第二MOS 管优选地选择 图3所示

的结构 ，由于图3所示的第二MOS 管 102 与第一MOS 管输 出的驱动电流是最大

的，更利于信息读取装置清楚分辨只读存储器存储的信号 "0" 或 "1" 。

[38] 以P型存储单元为例 ，两种不同结构的存储单元均为P型存储单元。第一MOS

管的源极和漏极均设有P型轻惨杂漏区 （PLDD) ，第二MOS 管的源极和漏极其

中之一具有P型轻惨杂漏区或者均无P型轻惨杂漏区。

[39] 以N型存储单元为例 ，两种不同结构的存储单元为N型存储单元。第一MOS 管

的源极和漏极均设有N型轻惨杂漏区，第二MOS 管的源极和漏极其中之一具有N

型轻惨杂漏区或者均无N型轻惨杂漏区。

[40] 一种上述只读存储器实施例的制作方法 ，包括 以下步骤 ：

[41] 步骤 1: 提供硅衬底 ，在硅衬底同吋形成两种不同结构的存储单元的有源区。

请参阅图 1至图3以及 图5，同吋在硅衬底上形成图 1和图2或图3所示的第一MOS

管和第二MOS 管的有源区 10。图5所示有源区 10为有源区掩模板上只读存储器存

储单元部分版 图示意 图。

[42] 步 骤 2 : 在有源区 10表面形成两种不同结构存储单元的栅氧介质及控制栅。请

参阅图 1至图3以及 图5，在有源区 10表面同吋形成依次堆叠的MOS 管的栅氧介质

17及控制栅 11。

[43] 步骤 3 : 请参阅图 1和图2，在第一MOS 管 101控制栅 11的两侧形成漏极 16及源极

14各 自的轻惨杂漏区 12，同吋在第二MOS 管 102控制栅 11的一侧形成漏极 20的轻

惨杂漏区 12或源极 18的轻惨杂漏区 12。或者 ，请参阅图 1和图3仅在第一MOS 管 1

0 1控制栅 11的两侧形成漏极 20及源极 18各 自的轻惨杂漏区 12，第二MOS 管 102

的控制栅 11两侧无需形成轻惨杂区。



[44] 步骤3具体包括以下分步骤：

[45] 步骤31: 在形成有控制栅 11的硅衬底表面涂覆光阻；

[46] 步骤32: 去除两种不同结构存储单元中即将形成轻惨杂漏区的区域上的光阻部

分，以便后序步骤进行离子注入；

[47] 步骤33: 向去除了光阻的区域进行离子注入，形成轻惨杂漏区；

[48] 步骤34: 去除离子注入后残留在硅衬底表面的光阻。

[49] 其中，步骤32包括以下步骤：

[50] 提供轻惨杂漏区掩模板，将第一MOS 管 101漏极 16和源极 14的轻惨杂漏区12和

第二MOS 管 102漏极20或源极 18的轻惨杂漏区12定义在轻惨杂漏区掩模板上。或

者，选择优选方案：仅第一MOS 管 101需要形成轻惨杂漏区12。因此，仅将第一

MOS 管 101漏极20和源极 18的轻惨杂漏区12定义在轻惨杂漏区掩模板上。如图5

示例的区域20为轻惨杂漏区掩模板上定义的两个图1所示的第一MOS 管 101漏极 1

6及源极 14的轻惨杂漏区12。图5例举的仅为只读存储器中存储单元部分版图示

意图。实际上，只读存储器中包含了若干个如图1所示的第一MOS 管 101和若干

图3所示的第二MOS 管 102 。因此在轻惨杂漏区的掩模板上实际上定义有若干

个区域20对应于若干个第一MOS 管 101漏极 16和源极 14的轻惨杂漏区12。

[51] 通过轻惨杂漏区的掩模板，曝光形成有控制栅 11的硅衬底表面的光阻，显影去

除硅衬底表面对应于轻惨杂漏区掩模板上定义的轻惨杂漏区区域20上的光阻部

分。

[52] 其中，步骤33注入的离子类型是依据只读存储器中存储单元的类型而定。若存

储单元为P型，第一MOS 管和第二MOS 管则均为PMOS 管，轻惨杂漏区对应为P

型轻惨杂漏区，步骤33注入的离子类型则为P型。若存储单元为N型，第一MOS

管和第二MOS 管则均为NMOS 管，轻惨杂漏区对应为N型轻惨杂漏区，步骤33注

入的离子类型则为N型。

[53] 步骤 4·· 在第一MOS 管和第二MOS 管的控制栅 11两侧形成侧壁。请参阅图1、

图2或图3，形成的控制栅 11两侧的侧壁 13可以通过以下例举的实现方法形成：

在完成轻惨杂漏区离子注入后，在控制栅 11表面生长绝缘介质层，然后进行刻

蚀形成绝缘介质材料的侧壁 13。



[54] 步骤5 : 在具有侧壁13的控制栅 11两侧同吋形成图1所示的第一MOS管101漏极1

6及源极14各自的离子惨杂区和图2或图3所示的第二MOS管102或102 漏极20或

20 及源极18或18 各自的离子惨杂区。MOS管漏极和源极的离子惨杂区主要

通过以下步骤完成：在形成带有侧壁的控制栅的硅衬底表面涂敷光阻，通过漏

极和源极掩模板曝光，去除漏极和源极区域上的光阻。请参阅图5，虚线框2 1为

漏极和源极掩模板上示意的漏极和源极的离子惨杂区。然后进行漏极和源极的

离子注入，形成漏极和源极的离子惨杂区，即漏极和源极。最后去除离子注入

残留在硅衬底表面的光阻。

[55] 因此，从整个只读存储器的制作方法中可以看出，相对传统的只读存储器，整

个过程无需额外的掩模板，和传统MOS管的制作工艺兼容。因此，本实施例的

只读存储器的制作周期会缩短，其成本也有所降低。

[56] 以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不

能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通

技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，

这些都属于本发明的保护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要

求为准。



[权利要求 1] 一种只读存储器，包含若干个阵列排布的存储单元，其特征在于

，所述只读存储器包含两种不同结构的存储单元；所述两种存储

单元分别为第一MOS 管和第二MOS 管；所述第一MOS 管的源极和

漏极均设有轻惨杂漏区，所述第二MOS 管的源极和漏极其中之一

具有轻惨杂漏区或者均无轻惨杂漏区。

[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的只读存储器，其特征在于，所述两种不同结

构的存储单元均为P型存储单元，所述第一MOS 管的源极和漏极均

设有P型轻惨杂漏区，所述第二MOS 管的源极和漏极其中之一具有

P型轻惨杂漏区或者均无P型轻惨杂漏区。

[权利要求 3] 根据权利要求 1所述的只读存储器，其特征在于，所述两中不同结

构的存储单元均为N型存储单元，所述第一MOS 管的源极和漏极

均设有N型轻惨杂漏区，所述第二MOS 管的源极和漏极其中之一

具有N型轻惨杂漏区或者均无N型轻惨杂漏区。

[权利要求 4] 一种如权利要求 1所述的只读存储器的制作方法，其特征在于，包

括以下步骤：

步骤 1: 提供硅衬底，在所述硅衬底同吋形成所述两种不同结构的

存储单元的有源区；

步骤2 : 在所述有源区表面形成所述两种不同结构存储单元的栅氧

介质及控制栅；

步骤3 : 在所述第一MOS 管控制栅的两侧形成漏极及源极各 自的轻

惨杂漏区，同吋在第二MOS 管控制栅的一侧形成漏极的轻惨杂漏

区或源极的轻惨杂漏区；或者仅在第一MOS 管控制栅的两侧形成

漏极及源极各 自的轻惨杂漏区；

步骤4 : 在所述第一MOS 管和第二MOS 管的控制栅两侧形成侧壁

步骤5 : 在具有所述侧壁的控制栅两侧同吋形成所述第一MOS 管漏

极及源极各 自的离子惨杂区和第二MOS 管漏极及源极各 自的离子



惨杂 区。

[权利要求 5] 根据权利要求4所述 的只读存储器 的制作方法 ，其特征在于 ，所述

步骤 3包括 以下分步骤 ：

步骤 31: 在形成有控制栅 的硅衬底表面涂覆光阻；

步骤 32: 去 除所述两种不 同结构存储单元中即将形成所述轻惨杂

漏 区的区域上 的光阻部分 ；

步骤 33: 向所述去除了光阻的区域进行离子注入 ，形成轻惨杂漏

区；

步骤 34: 去 除离子注入后残留在所述硅衬底表面 的光阻。

[权利要求 6] 根据权利要求5所述 的只读存储器 的制作方法 ，其特征在于 ，去除

即将形成所述轻惨杂漏 区的区域上 的光阻部分包括 以下步骤 ：

提供轻惨杂漏 区掩模板 ，将所述第一MOS 管漏极和源极 的轻惨杂

漏 区和所述第二MOS 管漏极或源极 的轻惨杂漏 区定义在所述轻惨

杂漏 区掩模板上 ；或者仅将所述第一MOS 管漏极和源极 的轻惨杂

漏 区定义在所述轻惨杂漏 区掩模板上 ；

通过所述轻惨杂漏 区的掩模板 ，曝光所述形成有控制栅 的硅衬底

表面 的光阻 ，显影去除所述硅衬底表面对应于所述轻惨杂漏 区掩

模板上定义 的轻惨杂漏 区区域上 的光阻部分。
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